
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
磁気抵抗効果素子及びインダクティブ素子を備えた複合型磁気ヘッドの検査方法であって
、該複合型磁気ヘッドに外部からの磁界が存在しない状態で、前記インダクティブ素子に
電流を印加し該電流の印加終了後に 前記磁気抵抗効果素子の

出力特性を測定することを特徴とする複合型磁気ヘッドの検査方
法。
【請求項２】
前記インダクティブ素子へ前記電流の印加と該電流の印加終了後の前記測定とを複数回繰
り返して行うことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記インダクティブ素子へ印加される前記電流が、所定の一方の極性を有する矩形波電流
であることを特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
前記インダクティブ素子へ印加される前記電流が、交番する極性を有する矩形波電流であ
ることを特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項５】
前記インダクティブ素子へ印加される前記電流が、高周波の矩形波電流であることを特徴
とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項６】
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磁気抵抗効果素子及びインダクティブ素子を備えた複合型磁気ヘッドの検査装置であって
、該複合型磁気ヘッドに外部からの磁界が存在しない状態で前記インダクティブ素子に電
流を流す第１の電流印加手段と、前記磁気抵抗効果素子にセンス電流を流す第２の電流印
加手段と、前記第１の電流印加手段から前記インダクティブ素子へ前記電流を流し、該電
流の印加終了後に外部からの磁界が存在 状態で前記磁
気抵抗効果素子の出力電圧を受け取りその出力特性を測定する測定手段とを備えたことを
特徴とする複合型磁気ヘッドの検査装置。
【請求項７】
磁気抵抗効果素子及びインダクティブ素子を備えた複合型磁気ヘッドの検査装置であって
、前記磁気抵抗効果素子及び前記インダクティブ素子の端子に電気的に接触可能なプロー
ブ手段と、前記複合型磁気ヘッドに外部から 電流を前記プロー
ブ手段を介して前記インダクティブ素子に流す第１の電流印加手段と、前記磁気抵抗効果
素子に前記プローブ手段を介してセンス電流を流す第２の電流印加手段と、前記第１の電
流印加手段から前記インダクティブ素子へ前記電流を流し、該電流の印加終了後に

前記センス電流を印加した状態で前記磁気抵抗効果素子の出力電
圧を前記プローブ手段を介して受け取りその出力特性を測定する測定手段とを備えたこと
を特徴とする複合型磁気ヘッドの検査装置。
【請求項８】
前記第１の電流印加手段及び前記測定手段は、前記インダクティブ素子へ前記電流の印加
と該電流の印加終了後の前記測定とを複数回繰り返して行うように構成されていることを
特徴とする請求項６又は７に記載の装置。
【請求項９】
前記第１の電流印加手段は、所定の一方の極性を有する矩形波電流を流すように構成され
ていることを特徴とする請求項６から８のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１０】
前記第１の電流印加手段は、交番する極性を有する矩形波電流を流すように構成されてい
ることを特徴とする請求項６から８のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１１】
前記第１の電流印加手段は、高周波の矩形波電流を流すように構成されていることを特徴
とする請求項６から８のいずれか１項に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、磁気ディスク等の磁気媒体から再生を行う磁気抵抗効果（ＭＲ）素子を有する
読出しヘッド部と、磁気媒体へ記録を行うインダクティブ素子を有する書込みヘッド部と
を備えた複合型磁気ヘッドの検査方法及び装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
磁気ディスク等の磁気媒体用の薄膜磁気ヘッドとして、上述のごとき複合型磁気ヘッドは
広く使用されている。特に最近は、高記録密度への要求から、異方性磁気抵抗効果（ＡＭ
Ｒ）を利用したＡＭＲ素子に代わって、スピンバルブ効果等の巨大磁気抵抗効果（ＧＭＲ
）を利用したＧＭＲ素子やトンネル効果を利用したトンネル磁気抵抗効果（ＴＭＲ）素子
を備えた磁気ヘッドが使用され始めている。
【０００３】
ＭＲ素子を備えた磁気ヘッドにおいては、バルクハウゼンノイズ等のノイズが発生しない
良品であることを製造時に確認する必要がある。このような検査方法として、本出願人は
、特開平６－１５０２６４号において、ヘッドブロック上に配列されたギャップデプス加
工後の複数のＭＲヘッドに、これらヘッドのエアベアリング面に垂直である交番外部磁界
を印加し、この外部磁界の変化に対する各ＭＲヘッドの電磁変換特性を得るようにしたＭ
Ｒヘッド検査方法を提案している。この方法によると、バルクハウゼンノイズが発生する
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か否かを容易に確認することができる。
【０００４】
また、本出願人は、特開平８－３２９４３１号において、ヘッドブロック上に配列された
ギャップデプス加工後の複数の磁気ヘッドに、これらヘッドのエアベアリング面に垂直な
外部磁界を印加すると共にインダクティブ素子に高周波電流を流して漏洩磁界をＭＲ素子
に印加し、外部磁界及び漏洩磁界の変化に対する各ＭＲ素子の抵抗変化特性を測定するよ
うにした検査方法をも提案している。この方法によれば、確率的に発生するバルクハウゼ
ンノイズの捕捉確率をより高めることができる。
【０００５】
しかし、上述した公知の検査方法は、いずれも、ＭＲ素子におけるバルクハウゼンノイズ
の発生の有無を検出するためのものであり、バルクハウゼンノイズによる出力異常とは異
なるＭＲ素子の出力不安定性の検査には適用することができない。即ち、ＭＲ素子及びイ
ンダクティブ素子を備えた複合型磁気ヘッドにおけるＭＲ素子出力を電磁変換特性を測定
する装置で繰り返し測定する場合、何らかの理由でその出力波形が変化してしまうことが
あり、測定毎に常に同じ出力とはならないことから再現性が得られない場合がある。
【０００６】
このような出力不安定性は、検査の繰り返し回数を多大にしてその確率を高める以外、従
来の検査方法では検出不可能であった。繰り返し回数を大幅に増大することは、製造効率
低下を招く点から問題である。
【０００７】
特に、ＧＭＲ素子やＴＭＲ素子を備えた複合型磁気ヘッドは、感度が高くまた構造が複雑
であるため、外部からの影響を受け易く、出力不安定性がより生じ易い傾向にある。
【０００８】
このような従来技術の不都合を解消すべく、本出願人は、外部磁界を印加した状態で、一
方の極性を有する第１の電流をインダクティブ素子に流してＭＲ素子の出力特性を測定し
、さらに、他方の極性を有する第２の電流をインダクティブ素子に流してＭＲ素子の出力
特性を測定することにより出力不安定性を検出する方法を提案している（特願平１０－２
９４７２５号）。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
ＭＲ素子を備えた磁気ヘッドにおいては、一般に、ＭＲ素子のシールド層に起因する、バ
イアスポイント（電磁変換曲線の磁場がゼロの点）付近における出力不安定性を測定する
ことが非常に重要である。これは、バイアスポイントが出力信号の中心であり、これがオ
フセットされたりすると、正しい読出し信号を得ることが不可能となるためである。
【００１０】
外部磁界を印加する従来の技術でバイアスポイントのずれを測定することは可能であるが
、磁界ゼロのポイントを探す必要があり、磁場発生装置も必要となることから検査装置の
構成が複雑となるばかりか、測定に多大の時間がかかってしまう。
【００１１】
従って本発明の目的は、バイアスポイントの付近における出力不安定性の検査を容易にか
つ確実に行うことができる複合型磁気ヘッドの検査方法及び装置を提供することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本発明によれば、複合型磁気ヘッドに外部の磁界が存在しない状態で、インダクティブ素
子に電流を印加しこの電流の印加終了後に ＭＲ素子の

出力特性を測定する複合型磁気ヘッドの検査方法が提供される。
【００１３】
単にＭＲ素子の出力特性を測定するのではなく、シールド層の初期磁化状態を変えるよう
な電流を強制的に流すことによりＭＲ素子の出力不安定性が引き起こされるような状態を
故意に作り出し、その出力特性の測定を行っている。特に本発明では、外部磁界が印加さ
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れない状態でインダクティブ素子に電流を流し終えてからＭＲ素子の出力特性が測定され
るので、ＭＲ素子の出力信号波形がそのままバイアスポイント付近の波形となる。このた
め、使用領域でのヘッドの評価が非常に簡単となる。さらに、印加される外部磁界により
出力不安定性が一時的に抑制されて元に戻ってしまう等の悪影響が排除されるので、読出
しヘッドそのものの評価を正しくかつ確実に行うことができる。
【００１４】
インダクティブ素子へ電流の印加とその電流の印加終了後のＭＲ素子の出力特性の測定と
を複数回繰り返して行うことが好ましい。
【００１５】
この電流が所定の一方の極性を有する矩形波電流、交番する極性を有する矩形波電流、又
は高周波の矩形波電流であることも好ましい。
【００１６】
本発明によれば、さらに、複合型磁気ヘッドに外部の磁界が存在しない状態でインダクテ
ィブ素子に電流を流す第１の電流印加手段と、ＭＲ素子にセンス電流を流す第２の電流印
加手段と、第１の電流印加手段からインダクティブ素子へ上述の電流を流し、その電流印
加終了後に磁界が存在 状態でＭＲ素子の出力電圧を受け取
りその出力特性を測定する測定手段とを備えた複合型磁気ヘッドの検査装置が提供される
。
【００１７】
本発明によれば、またさらに、ＭＲ素子及びインダクティブ素子の端子に電気的に接触可
能なプローブ手段と、複合型磁気ヘッドに外部 電流を前記プロ
ーブ手段を介してインダクティブ素子に流す第１の電流印加手段と、ＭＲ素子にプローブ
手段を介してセンス電流を流す第２の電流印加手段と、第１の電流印加手段からインダク
ティブ素子へ上述の電流を流し、その電流印加終了後に セ
ンス電流を印加した状態でＭＲ素子の出力電圧をプローブ手段を介して受け取りその出力
特性を測定する測定手段とを備えた複合型磁気ヘッドの検査装置が提供される。
【００１８】
外部磁界が印加されない状態で第１の電流印加手段からインダクティブ素子に電流を流し
終えてからＭＲ素子の出力特性が測定されるので、ＭＲ素子の出力信号波形がそのままバ
イアスポイント近傍の波形となる。このため、使用領域でのヘッドの評価が非常に簡単と
なる。さらに、印加される外部磁界により出力不安定性が一時的に抑制されて元に戻って
しまう等の悪影響が排除されるので、ヘッドそのものの評価を正しくかつ確実に行うこと
ができる。また、外部磁界の印加手段も不要となるので、装置構成を簡略化できる。
【００１９】
第１の電流印加手段及び測定手段は、インダクティブ素子へ電流の印加とこの電流の印加
終了後のＭＲ素子の出力特性測定とを複数回繰り返して行うように構成されていることが
好ましい。
【００２０】
第１の電流印加手段は、所定の一方の極性を有する矩形波電流、交番する極性を有する矩
形波電流、又は高周波の矩形波電流を流すように構成されていることも好ましい。
【００２１】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明の一実施形態であるインダクティブ素子を含む書込みヘッド部とＭＲ素子
を含む読出しヘッド部とを備えた複合型磁気ヘッドの検査装置の回路構成を概略的に示す
ブロック図である。
【００２２】
同図において、１０は単体に切り離される前の状態の複数の複合型磁気ヘッドが存在して
いるヘッドブロック（バー）である。このヘッドブロック１０は、ウエハ上に多数の複合
型磁気ヘッドを薄膜技術によって形成した後、このウエハをそれぞれが複数の複合型磁気
ヘッドを含むように列単位で切断し、そのエアベアリング面（ＡＢＳ）１０ａ（図３参照
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）を研磨してギャップデプス加工（ＭＲハイト加工）を終えたものである。
【００２３】
ヘッドブロック１０は、Ｘ－Ｙ－Ｚ－θテーブル１１の載置台１１ａ上に一時的に固定さ
れている。
【００２４】
第１のプローブピン１２ａは、ヘッドブロック１０における各ヘッドのＭＲ素子の出力端
子（３０ａ、図３参照）に電気的に接触可能に固定位置に静止して設けられており、この
プローブピン１２ａと各出力端子とは、Ｘ－Ｙ－Ｚ－θテーブル１１及びこれを制御する
Ｘ－Ｙ－Ｚ－θコントローラ１３によって位置合わせされる。第１のプローブピン１２ａ
と各出力端子との位置合わせは、この部分を光学系１４を介して撮像するＣＣＤ撮像器１
５及びこの像を表示するＴＶモニタ１６によって監視可能である。
【００２５】
第２のプローブピン１２ｂは、各ヘッドのインダクティブ素子の入力端子（３０ｂ、図３
参照）に電気的に接触可能に固定位置に静止して設けられており、このプローブピン１２
ｂと各入力端子とも、Ｘ－Ｙ－Ｚ－θテーブル１１及びこれを制御するＸ－Ｙ－Ｚ－θコ
ントローラ１３によって位置合わせされる。この位置合わせの部分も光学系１４を介して
撮像するＣＣＤ撮像器１５及びこの像を表示するＴＶモニタ１６によって監視可能である
。実際には、第１のプローブピン１２ａと第２のプローブピン１２ｂとは一体化されて固
定されており、Ｘ－Ｙ－Ｚ－θテーブル１１の位置合わせは１度に行われる。
【００２６】
第２のプローブピン１２ｂには、供給すべき電流の極性及び電流値を制御可能な電流供給
回路１７が接続されている。これによりこの電流供給回路１７からは、後述するごとき極
性の各電流がこの第２のプローブピン１２ｂを介して磁気ヘッドのインダクティブ素子に
供給される。
【００２７】
第１のプローブピン１２ａには、ＭＲ素子にセンス電流を供給するための定電流電源１８
が接続されている。プローブピン１２ａには、さらに、ＭＲ素子から得られる出力電圧を
表示するためのオシロスコープ１９とこの出力電圧を受け取って解析を行う制御用コンピ
ュータ２０とが接続されている。
【００２８】
Ｘ－Ｙ－Ｚ－θコントローラ１３、定電流電源１８、及び電流供給回路１７は、コンピュ
ータ２０に接続されており、このコンピュータからの指示によって所定の制御動作を行う
。
【００２９】
図２は、コンピュータ２０の制御プログラムを表すフローチャートであり、以下同図を用
いて本発明による磁気ヘッドの検査方法について説明する。
【００３０】
まずステップＳ１において、Ｘ－Ｙ－Ｚ－θテーブル１１の載置台１１ａ上に固定されて
いるヘッドブロック１０上の検査すべき磁気ヘッドのＭＲ素子の出力端子と第１のプロー
ブピン１２ａとの位置合わせ、及びその磁気ヘッドのインダクティブ素子の入力端子と第
２のプローブピン１２ｂとの位置合わせを行う。この位置合わせには、Ｘ－Ｙ－Ｚ－θコ
ントローラ１３へ指示することによってＸ－Ｙ－Ｚ－θテーブル１１を移動させる周知の
位置合わせ技術を利用する。
【００３１】
次いでステップＳ２において、定電流電源１８に指示を行って検査すべきヘッドのＭＲ素
子へのセンス電流の印加を開始する。ヘッドブロック１０へは、外部磁界は全く印加され
ない。
【００３２】
図３において、３０ａはＭＲ素子の出力端子であり、３０ｂはインダクティブ素子の入力
端子であり、検査すべき磁気ヘッドにおけるＭＲ素子の出力端子３０ａに第１のプローブ
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ピン１２ａが、そのインダクティブ素子の入力端子３０ｂに第２のプローブピン１２ｂが
それぞれ接触している状態を表している。
【００３３】
次いでステップＳ３において、電流供給回路１７に指示を行って検査すべきヘッドのイン
ダクティブ素子に電流を流す。本実施形態において、この電流は、一方の極性、例えば正
極性で例えば５μｓのパルス幅を有する単一の矩形波電流である。電流値としては、イン
ダクティブ素子の許容電流値を上限とする所定値が選ばれる。
【００３４】
このような矩形波電流をインダクティブ素子に流し終えた後、次のステップＳ４では、セ
ンス電流を印加した状態で、ＭＲ素子の出力端子からの電圧を検出し、これをＡ／Ｄ変換
してデータとして取り込む。
【００３５】
次いで、ステップＳ５において、以上の測定を所定回（例えば１００回）行ったかどうか
判別し、行っていない場合は、ステップＳ３へ戻る。
【００３６】
次いで、ステップＳ６において、入力データの解析を行う。コンピュータ２０は、入力デ
ータから出力電圧の標準偏差σ、最大値及び最小値等を計算する。
【００３７】
以上の計算を実施した後、ステップＳ７において、得られた標準偏差σ、最大値及び最小
値等からこの磁気ヘッドのバイアスポイント付近の出力不安定性の有無による良品、不良
品の判定を行う。なお、測定の繰り返し回数をより増大すれば、出力不安定性の検出確率
をより高めることができる。
【００３８】
図４（Ａ）は、以上述べた実施形態におけるインダクティブ素子への電流印加方法及びＭ
Ｒ素子の出力特性測定方法を説明している。即ち、本実施形態では、正の極性からゼロに
立下る矩形波電流を流し終えた後、一定時間後にＭＲ素子の出力特性を測定することを繰
り返して、ＭＲ素子のバイアスポイント付近の出力不安定性の有無を調べている。
【００３９】
このような正の矩形波電流の代わりに、図４（Ｂ）に示すように、一方の極性からゼロに
立下る矩形波電流を流し終えた後、一定時間後にＭＲ素子の出力特性を測定し、次に、他
方の極性からゼロに立下る矩形波電流を流し終えた後、一定時間後にＭＲ素子の出力特性
を測定することを繰り返して、ＭＲ素子の出力不安定性の有無を調べてもよい。シールド
層の初期磁化状態を変えるような電流を強制的に流すことによりＭＲ素子のバイアスポイ
ント付近の出力不安定性が引き起こされるような状態を故意に作り出し、その出力特性の
測定を行うわけであるが、正負のどちらの電流をインダクティブ素子に流せばシールド層
の初期磁化状態を変えられるのかが不明であるため、両極性の電流を別個に流してそれぞ
れ出力特性の測定を行うことにより、より確実にバイアスポイント付近の出力不安定性を
検査することができる。なお、インダクティブ素子へ流す電流は、正負極性間において、
互いに異なる波形であってもよいし、互いに異なる電流値であってもよい。インダクティ
ブ素子へ流す電流は、要は、ＭＲ素子のシールド層が飽和して初期磁化状態を変えるよう
な一定の電流値、一定の時間以上であれば、使用可能である。
【００４０】
また、図４（Ｃ）に示すように、負の極性からゼロに立上る矩形波電流を流し終えた後、
一定時間後にＭＲ素子の出力特性を測定することを繰り返して、ＭＲ素子のバイアスポイ
ント付近の出力不安定性の有無を調べてもよい。
【００４１】
さらに、図４（Ｄ）に示すように、単一の矩形波電流を用いる代わりに所定の高周波数（
この例では５ＭＨｚ）を有する矩形波電流を用い、その矩形波電流を最終的にゼロとした
後、一定時間後にＭＲ素子の出力特性を測定して、ＭＲ素子のバイアスポイント付近の出
力不安定性の有無を調べてもよい。
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【００４２】
以上述べた図４（Ａ）～（Ｄ）の電流を用いた検出方法により、実際の磁気ヘッドを検査
した際の、ＭＲ素子の出力電圧波形が、図５（Ａ）～（Ｄ）及び図６（Ａ）～（Ｄ）にそ
れぞれ示されている。即ち、図５（Ａ）及び図６（Ａ）はインダクティブ素子へ流す電流
として正極性の矩形波電流を用いる検出方法、図５（Ｂ）及び図６（Ｂ）はインダクティ
ブ素子へ流す電流として極性の交番する矩形波電流を用いる検出方法、図５（Ｃ）及び図
６（Ｃ）はインダクティブ素子へ流す電流として負極性の矩形波電流を用いる検出方法、
図５（Ｄ）及び図６（Ｄ）はインダクティブ素子へ流す電流として高周波の矩形波電流を
用いる検出方法をそれぞれ用いた時のＭＲ素子の出力電圧波形である。ただし、図５（Ａ
）～（Ｄ）は、バイアスポイント付近に出力不安定性を有する不良品の磁気ヘッドの場合
、図６（Ａ）～（Ｄ）は、バイアスポイント付近に出力不安定性がない良品の磁気ヘッド
の場合である。バイアスポイント付近に出力不安定性を有する不良品の磁気ヘッドでは、
ＭＲ素子の出力電圧波形を見ただけでもその波形が乱れていることが明確に分かり、不良
品の検出は非常に容易である。
【００４３】
以上説明したように、単にＭＲ素子の出力特性を測定するのではなく、シールド層の初期
磁化状態を変えるような矩形波電流をインダクティブ素子に流すことによりＭＲ素子の出
力不安定性が引き起こされるような状態を故意に作り出し、その出力特性の測定を行って
いる。特に、外部磁界が印加されない状態でインダクティブ素子に電流が流されてＭＲ素
子の出力特性が測定されるので、ＭＲ素子の出力信号波形がそのままバイアスポイント近
傍の波形となる。このため、使用領域でのヘッドの評価が非常に簡単となる。さらに、印
加される外部磁界により出力不安定性が一時的に抑制されて元に戻ってしまう等の悪影響
が排除されるので、ヘッドそのものの評価を正しくかつ確実に行うことができる。
【００４４】
図７は、本発明の他の実施形態におけるコンピュータの制御プログラムを表すフローチャ
ートである。上述した実施形態においては、測定開始前にＭＲ素子へセンス電流を流し始
め、各測定時もセンス電流を流したままの状態となっているが、本発明によれば、各回毎
にセンス電流を入り切りするようにしてもよい。
【００４５】
即ち、本実施形態においては、同図のステップＳ２′に示すように、測定を行う時にのみ
、定電流電源１８に指示を行って検査すべきＭＲ素子へセンス電流を印加する。従って、
センス電流の印加は、ステップＳ２′から始まり、ステップＳ３′を経てステップＳ４′
で終了することとなる。このように測定の都度、センス電流の入り切りが行われることに
より、このセンス電流の印加によるバイアスポイントの不安定性も同時に引き出すことが
できる。図７のフローチャートのその他のステップにおける動作は、前述した図２のフロ
ーチャートの場合と全く同じであるため、説明を省略する。
【００４６】
なお、以上述べた実施形態のようにインダクティブ素子へ電流を流した後に測定を行うの
ではなく、電流を流した状態で測定を行ってもよい。
【００４７】
なお、上述した各種条件、特にインダクティブ素子へ印加する電流の種類、波形、電流値
、周波数、印加時間等は単なる一例であり、本発明を実施する際には、この例に限定され
ない種々の形態をとることができることはもちろんである。
【００４８】
以上述べた実施形態では、磁気ヘッドを単体として完成させる前のバー状態において検査
及び測定処理が行えるから工程数の大幅な短縮化につながり、しかも評価、選別時間を大
幅に低減させることができる。なお、バー状態とする前のウエハ段階においても、ＭＲ素
子を含む読出しヘッド部のシールド層が形成された後かつインダクティブ素子を含む書込
みヘッド部が形成された後であれば、同様の検査及び測定処理を行うことができる。また
、バーから切り離して磁気ヘッドを単体として完成させた後、又は磁気ヘッドとサスペン
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ションとをアセンブルした後、さらに、磁気ヘッドを磁気ディスク装置内に組み込んだ後
に検査及び測定処理が行ってもよい。
【００４９】
以上述べた実施形態は全て本発明を例示的に示すものであって限定的に示すものではなく
、本発明は他の種々の変形態様及び変更態様で実施することができる。従って本発明の範
囲は特許請求の範囲及びその均等範囲によってのみ規定されるものである。
【００５０】
【発明の効果】
以上詳細に説明したように本発明によれば、複合型磁気ヘッドに外部の磁界が存在しない
状態で、インダクティブ素子に電流を印加しこの電流の印加終了後に

ＭＲ素子の 出力特性を測定しているため、ＭＲ素子の出
力信号波形がそのままバイアスポイント近傍の波形となる。このため、使用領域でのヘッ
ドの評価が非常に簡単となる。さらに、印加される外部磁界により出力不安定性が一時的
に抑制されて元に戻ってしまう等の悪影響が排除されるので、ヘッドそのものの評価を正
しくかつ確実に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態である複合型磁気ヘッドの検出装置の回路構成を概略的に示
すブロック図である。
【図２】図１の実施形態におけるコンピュータの制御プログラムを表すフローチャートで
ある。
【図３】図１の実施形態において、プローブピンと磁気ヘッドの電極との関係を示す図で
ある。
【図４】インダクティブ素子への電流印加方法及びＭＲ素子の出力特性測定方法を説明す
る図である。
【図５】バイアスポイント付近に出力不安定性を有する不良品の磁気ヘッドに対して種々
の電流を流した場合のＭＲ素子の出力電圧波形を示す波形図である。
【図６】バイアスポイント付近に出力不安定性のない良品の磁気ヘッドに対して種々の電
流を流した場合のＭＲ素子の出力電圧波形を示す波形図である。
【図７】本発明の他の実施形態におけるコンピュータの制御プログラムを表すフローチャ
ートである。
【符号の説明】
１０　ヘッドブロック
１０ａ　ＡＢＳ
１１　Ｘ－Ｙ－Ｚ－θテーブル
１１ａ　載置台
１２ａ　第１のプローブピン
１２ｂ　第２のプローブピン
１３　Ｘ－Ｙ－Ｚ－θコントローラ
１４　光学系
１５　ＣＣＤ撮像器
１６　ＴＶモニタ
１７　電流供給回路
１８　定電流電源
１９　オシロスコープ
２０　制御用コンピュータ
３０ａ　出力端子
３０ｂ　入力端子
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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